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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leistungshalblei-
teranordnung mit Vorderseitig aufgelotetem sowie
ein Verfahren zur Herstellung einer solchen.

[0002] Im Zuge der Entwicklung der Halbleitertech-
nologie sind unzahlige Anordnungen und Verfahren
zur externen Kontaktierung der eigentlichen Halblei-
terelemente oder -schaltungen entwickelt worden,
darunter die bekannten und in mannigfachen Ab-
wandlungen praktizierten Drahtbond- und
Die-Bond-Verfahren.

[0003] Speziell auf dem Gebiet der Leistungshalb-
leiteranordnungen haben in den letzten Jahren zu-
nehmende Leistungsanforderungen zur Etablierung
neuer Montagetechniken gefiihrt. Dabei wurde insbe-
sondere das Ziel verfolgt, den Ohmschen Widerstand
und die Induktivitdt der externen Verbindungen zu
verringern. Diesem Ziel der Bereitstellung niederoh-
migerer und niederinduktiverer Chipanbindungen
dient die Ersetzung der herkdmmlichen Drahtbond-
verbindungen auf der Chipvorderseite durch gelotete
Clip-Verbindungen. Da die herkdmmlichen vordersei-
tigen Metallisierungen auf Al-Basis nicht oder jeden-
falls nicht ohne Weiteres |6tfahig sind, erfordert diese
grundlegende Anderung der Verbindungstechnologie
die Ersetzung der herkdmmlichen Metallisierung fir
den Source-Anschluss bzw. Leistungs-Metallisierung
durch eine vom Grundaufbau her |6tfahige Leis-
tungs-Metallisierung oder die Aufbringung einer 16tfa-
higen Leistungs-Metallisierung auf einer Basismetal-
lisierung des bekannten Al-basierten Typs.

[0004] Es ist bekannt, zum Anschluss der
Gate-Spannung bei Halbleiteranordnungen — speziell
auch Leistungshalbleitern — mit hohen Anforderun-
gen an die Schaltgeschwindigkeit eine Fingerstruktur
der Gate-Anschlusse fir ein Transistorzellenfeld vor-
zusehen, die verklrzt auch als ,Gatefinger” bezeich-
net wird. Sollen Halbleiteranordnungen mit einer der-
artigen Gatefinger-Struktur auf die hier in Rede ste-
hende Weise mit gel6teten Clip-Verbindungen extern
angeschlossen werden, mussen selbstverstandlich
die Gatefinger von dem auf Source-Potential liegen-
den aufgeldtetem Clip isoliert sein. Es ist bekannt,
hierzu eine Passivierungsschicht tber den Gatefin-
gern einzusetzen, die Ublicherweise auf Siliziumnitrid
(SizN,), Siliziumoxid (SiO,) oder einem Polymeren,
insbesondere einem Imid, basiert. Eine derartige
Passivierungsschicht wird Ublicherweise nach der
Ausbildung der strukturierten I6tfahigen Leis-
tungs-Metallisierungsschicht aufgebracht.

[0005] Bei dieser Technik hat sich als nachteilig he-
rausgestellt, dass die Passivierungsschicht beim Au-
fléten des Clips zum externen Anschluss des Chips
vom Lot nicht benetzt wird. Da bei jedem Létverfah-
ren vor dem Aufbringen des Lotes eine Benetzung
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mit einem Flussmittel erfolgt, besteht die reale Gefahr
des Verbleibens von Flussmittelresten auf der Passi-
vierungsschicht. Diese chemisch aggressiven Fluss-
mittelreste kdnnen, wie sich in der Praxis auch erwie-
sen hat, zu einer zeitabhangigen Verschlechterung
von Eigenschaften der Leistungshalbleiteranord-
nung, einer sogenannten Degradation, fuhren.

[0006] Es sind auch Techniken bekannt geworden,
mit denen eine Verwendung der bevorzugten
Chip-Anbindung durch eine gelétete Clip-Verbindung
realisiert und dennoch der nachteilige Effekt des Ver-
bleibens von Flussmittelresten auf einer Passivie-
rungsschicht verhindert werden kann. So ist es be-
kannt, den aufgeléteten Clip in Anpassung an die vor-
handene Gatefinger-Struktur geometrisch derart zu
konfigurieren, dass keine vom Clip abgedeckten Be-
reiche einer Passivierungsschicht existieren.

[0007] Durch die Strukturierung des Chips entsteht
hier jedoch ein héherer Aufwand.

[0008] Es ist auch bekannt, mittels stromloser Ab-
scheidung eine lI6tbare Vorderseitenmetallisierung
auf eine aluminiumbasierten Leistungsmetallisierung
abzuscheiden, die jedoch nicht auf vorher passivier-
ten Bereichen aufwachst. Weiter ist es bekannt ge-
worden, bei bestimmten Leistungshalbleiterstruktu-
ren vom FET-Typ, dem sogenannten DirectFET, die
I6tbare Chipvorderseite einer gemeinsamen Struktu-
rierung mit einer Basis-Leistungsmetallisierung zu
unterziehen und anschlieRend die Gatefinger mit ei-
nem pressmassen-ahnlichen Material abzudecken.

[0009] Die US 6 838 735 B1 beschreibt eine Leis-
tungshalbleiteranordnung (MOSFET) mit mehreren
Graben, die von einem Gate-Oxid gesdumt und die
mit leitendem Polysilizium ausgefullt sind. Die Ober-
flache der Polysiliziumschicht wird mit einer Isolie-
rungsschicht (TEOS) gedeckt, um die Gate-Elektro-
de von der Source-Elektrode (aus Aluminium) zu iso-
lieren.

[0010] Die US 6 313 512 B1 beschreibt eine
FET-Anordnung mit einer Mehrheit von Drain-, Sour-
ce- und Gate-Fingerelektroden. Der wesentliche Ge-
danke dieser Entegegenhaltung sieht eine Anord-
nung vor, welche das Kreuzen der Drain-Linien mit
den Source-Linien vermeiden soll.

[0011] Die DE 100 03 671 A1 beschreibt einen
Halbleiterpackungsaufbau zur Erniedrigung des elek-
trischen Widerstands der Halbleiter-Packung ohne
Silizium-Chip. Fir diesen Zweck wird die Verbin-
dungsoberflache der ersten und zweiten Elektrode
und des ersten und zweiten Metallteils des Halblei-
ter-Bauelementes mit einer Edelmetallschicht verse-
hen.

[0012] Die US 2001/0 033 022 A1 beschreibt einen
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Clip fur eine Aluminium-Verbindung mit einem Halb-
leiter-Bauelement. In diesem Dokument ist explizit
beschrieben, dass der Clipkdrper eine besondere
Form hat, um die Verbindung mit der Gate-Elektrode
zu verhindern.

[0013] Die US 2004/0 104 489 A1 beschreibt eine
Halbleiteranordnung, welche einen topfférmigen Clip
auf der Drain-Elektrode benutzt, um den gesamten
Widerstand bei Hochfrequenz zu erniedrigen. Eine
Passivierungsschicht wird in dieser Entgegenhaltung
benutzt, um einen Kurzschluss zwischen Gate und
Source zu vermeiden.

[0014] Die DE 10 2004 030 042 A1 beschreibt ein in
Flip-Chip-Technik hergestelltes Halbleiterbauele-
ment mit einem Halbleiterchip, bei dem die Uber ei-
nen bestimmten Anschlusskontakt abgefiihrte War-
me auf einen vorgegebenen Wert begrenzt ist. Im Be-
sonderen werden die strukturierte Metallisierungs-
schicht und optional auch die strukturierte Verbin-
dungsschicht bereits bei der Herstellung des Halblei-
terchips erzeugt. Weist dabei die Vorderseite des
Halbleiterchips mehrere gegeneinander isolierte An-
schlusskontakte auf, ist fiir jede Anschlusskontakte
eine eigene Kontaktschicht vorhanden.

[0015] Alle erwadhnten Ansatze haben sich jedoch
unter bestimmten Gesichtspunkten als nachteilig er-
wiesen. Insbesondere sind die funktional Uberzeu-
genderen dieser Lé6sungen mit einem erhéhnten Ver-
fahrensaufwand verbunden und fihren daher auch
zu erhohten Kosten der erzeugten Halbleiteranord-
nungen.

[0016] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, eine verbesserte Halbleiteranordnung sowie
ein verbessertes Verfahren zur Herstellung einer sol-
chen anzugeben, die insbesondere beim Einsatz von
I6tbaren Clip-Verbindungen Zuverlassigkeitsproble-
me sicher ausschlieRen, ohne zu einem wesentlich
erhohten Herstellungsaufwand und damit héheren
Herstellungskosten zu flhren.

[0017] Diese Aufgabe wird in ihrem Vorrichtungsas-
pekt durch eine Halbleiteranordnung mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 und in ihrem Verfahrensas-
pekt durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 10 gelost. ZweckmalRige Fortbildungen des
Erfindungsgedankens sind Gegenstand der jeweili-
gen abhangigen Anspriche.

[0018] Die Erfindung schlie3t den wesentlichen Ge-
danken ein, in grundlegender Umkehrung des bishe-
rigen Verfahrensablaufes eine I6tfahige Leis-
tungs-Metallisierungsschicht nach Aufbringung einer
Passivierungsschicht zur Isolierung der Gatefinger
auszubilden. Dies hat zur Folge, dass die vorab pas-
sivierten Gatefinger im Bereich der Clip-Anbindung,
wie auch die Ubrigen Oberflachenbereiche, mit einer
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vom Lot benetzbaren Schicht versehen sind.

[0019] Der entscheidende Vorteil dieser neuen L6-
sung besteht darin, dass samtliche Oberflachenbe-
reiche der Chip-Vorderseite bzw. alle Bereiche zwi-
schen dieser und der korrespondierenden Clip-Ober-
flache vollstandig mit Lot ausgefullt sein kénnen, es
also keine Bereiche mehr gibt, in denen Flussmittel-
reste verbleiben kénnen. Ein weiterer Vorteil besteht
in der gleichmaRigeren Anbindung der durch die Ga-
tefinger-Struktur im Chip elektrisch separierten Berei-
che der Transistorzellenfelder.

[0020] Erfindungsgemal® wird die Passivierungs-
schicht von der I6tfahigen Leistungs-Metallisierungs-
schicht im Bereich des Gatefingers im Wesentlichen
vollstandig Uberdeckt.

[0021] Weiter bevorzugt ist vorgesehen, dass die
I6tfahige  Leistungs-Metallisierungsschicht  eine
Mehrschichtstruktur aufweist, wobei eine obere, ei-
nem Lot zur Clip-Verbindung benachbarte Schicht Ag
oder eine Ag-Legierung aufweist. Hierbei betragt die
Dicke der oberen Schicht insbesondere 100 bis 700
nm, besonders bevorzugt zwischen 150 und 500 nm.
Mit einer solchen Dicke wird ein sinnvoller Kompro-
miss zwischen sicherer Lot-Benetzbarkeit der Metal-
lisierungsschicht und vergleichsweise geringer
Schichtdicke erzielt.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung dieser Aus-
fuhrungsform ist vorgesehen, dass die I6tfahige Leis-
tungs-Metallisierungsschicht eine Dreischichtstruktur
mit einer unteren Ti- oder Ti-Legierungs-Schicht, ei-
ner mittleren Ni- oder Ni-Legierungs-Schicht und ei-
ner oberen Ag- oder Ag-Legierungs-Schicht aufweist.
Diese Schichtstruktur ist besonders zweckmalig
konfiguriert mit einer Schichtdicke der |6tfahigen
Leistungs-Metallisierungsschicht im Bereich zwi-
schen 450 und 1750 nm, bevorzugt zwischen 550
und 850 nm und besonders bevorzugt von 700 nm.

[0023] Die Schichtdicken der einzelnen Teilschich-
ten sind bevorzugt wie folgt gewahlt: Die Schichtdi-
cke der unteren Ti- oder Ti-Legierungs-Schicht liegt
im Bereich zwischen 150 und 450 nm, bevorzugt bei
300 nm, die Dicke der mittleren Ni- oder Ni-Legie-
rungs-Schicht liegt zwischen 100 und 600 nm, bevor-
zugt zwischen 200 und 400 nm, und die Dicke der
oberen Ag- oder Ag-Legierungs-Schicht liegt zwi-
schen 100 und 700 nm, bevorzugt zwischen 150 und
500 nm.

[0024] Die hier in Rede stehende I6tfahige Leis-
tungs-Metallisierungsschicht ist als zusatzliche
Schicht auf einer AlSi-, AICu- oder AlSiCu-Basisme-
tallisierung vorgesehen. Alternativ hierzu, durchaus
im Rahmen der Erfindung, kann aber auch eine an-
dere Basismetallisierung als Grundlage dienen.
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[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die l6tfahige
Leistungs-Metallisierungsschicht auf einer Passivie-
rungsschicht angeordnet ist, die eine dinne SiN-
oder SiO,-Haftschichtpassivierung mit einer Dicke im
Bereich zwischen 20 und 100 nm, bevorzugt zwi-
schen 30 und 70 nm, und eine Imid-Schicht mit einer
Dicke im Bereich zwischen 3 und 10 pm, bevorzugt
zwischen 5 und 7 pm, aufweist. Auch hierzu gibt es
Alternativen, so kénnen etwa plasma-unterstitzt ab-
geschiedene Siliziumoxide und/oder -nitride allein als
Passivierung dienen.

[0026] Zu den vorstehend erwahnten Merkmalen
und bevorzugten Ausfihrungen der vorgeschlage-
nen Leistungshalbleiteranordnung vom FET-Typ kor-
respondieren Merkmale eines entsprechenden Her-
stellungsverfahrens, sodass diese hier nicht im Ein-
zelnen wiederholt werden missen. Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, dass der erfindungsgemale Ver-
fahrensablauf zumindest die folgenden Schritte um-
fasst: Abscheidung und Strukturierung einer Basis-
metallisierungsschicht, auf einem Substrat, Ausbil-
dung und Strukturierung einer Passivierungsschicht
zur Isolierung einer auf dem Substrat vorliegenden
Gatefinger-Struktur und Abscheidung und Strukturie-
rung einer |6tfahigen Leistungs-Metallisierungs-
schicht Uber der Basismetallisierungsschicht und der
strukturierten Passivierungsschicht, wobei die Leis-
tungs-Metallisierungsschicht die  Passivierungs-
schicht im Wesentlichen vollstandig Gberdeckt, und
Aufléten eines Clips auf die I6tfahige Leistungs-Me-
tallisierungsschicht.

[0027] Hierbei weist insbesondere die Strukturie-
rung der Passivierungsschicht ein Atzen, insbeson-
dere Plasmaatzen, der Si;N,- bzw. SiO,-Haftschicht
unter Maskierung durch die vorab fotochemisch
strukturierte Imid-Schicht auf.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Verfahrens-
fuhrung ist die Abscheidung der I6tfahigen Leis-
tungs-Metallisierungsschicht als Vakuumbedamp-
fungs- oder Sputterverfahren ausgebildet, und es
handelt sich hierbei insbesondere um einen mehr-
schrittigen Prozess, in dessen letzter Stufe, also als
lot-benetzbare Oberflache der Metallisierung, eine
Ag- oder Ag-Legierungs-Schicht mit hinreichender
Dicke (wie oben erwahnt) abgeschieden wird.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Verfahrens-
fuhrung ist vorgesehen, dass vor der Abscheidung
der I6tfahigen Leistungs-Metallisierungsschicht eine
Fotolackschicht aufgebracht und strukturiert wird und
nach dem Abscheiden der I6tfahigen Leistungs-Me-
tallisierungsschicht eine Strukturierung derselben
durch einen Liftoff-Prozess ausgeflhrt wird.

[0030] Da die vorgeschlagene Lésung sich insbe-
sondere flr Leistungshalbleiteranordnungen in Ge-
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stalt dinner Halbleiterchips, mit einer Dicke von 250
pm oder weniger, insbesondere von 175 ym oder we-
niger, eignet, kann das vorgeschlagene Verfahren
durch einen Schritt des Abdlinnens der Wafer-Ruick-
seite nach den vorstehend erwahnten Prozessschrit-
ten vervollstandigt sein. Auf dieses Abdinnen kon-
nen selbstverstandlich — in an sich bekannter Weise
— noch Schritte der Riickseitenimplantation und/oder
-metallisierung des Wafers folgen.

[0031] Vorteile und ZweckmaRigkeiten der Erfin-
dung ergeben sich im Ubrigen aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines Ausfilihrungsbeispiels des
vorgeschlagenen Verfahrens anhand der Figuren.
Von diesen zeigen:

[0032] Fig.1 eine schematische Darstellung eines
Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung, als Quer-
schnittsdarstellung einer Leistungsmetallisie-
rungs-Schichtfolge einer Leistungshalbleiteranord-
nung und

[0033] Fig. 2A bis Fig. 2D schematische Quer-
schnittsdarstellungen zur Erlduterung eines Herstel-
lungsverfahrens gemaf einer Ausfihrung der Erfin-
dung.

[0034] Fig.1 =zeigt einen erfindungsgemalien
Schichtaufbau 1 einer Leistungsmetallisierung Uber
einem Gatefinger-Bereich 3 eines (hier nicht insge-
samt dargestellten) Leistungs-FET. Als unterste
Schicht dargestellt ist eine auch als Zwischenoxid
(ZWOX) bezeichnete Isolationsschicht 5, wie sie typi-
scher Weise auf einer aus Poly-Si bestehenden (hier
nicht dargestellten) Gateelektrode des Leis-
tungs-FET vorgesehen ist. Diese Schicht besteht in
der Regel aus bor- und/oder phosphordotiertem Sili-
katglas (Kurzbezeichnungen BSG, PSG bzw.
BPSG). Hierauf ist eine in vorgegebener Weise struk-
turierte AISiCu-Basismetallisierungsschicht 7 aufge-
bracht, in der in der Figur zwei freigelegte Bereiche
7a gezeigt sind. Hierauf ist eine plasmaunterstutzt
abgeschiedene Siliziumnitridschicht (Kurzbezeich-
nung SNIT) 9 vorgesehen.

[0035] Erfindungsgemal ist iber dem mit SNIT ab-
gedeckten strukturierten Bereich der Basismetallisie-
rungsschicht 7 eine relativ dicke Imidschicht 11 auf-
gebracht, deren Haftung auf der Basismetallisie-
rungsschicht 7 durch die SNIT-Schicht 9 verbessert
wird. Uber der Basismetallisierungsschicht 7 und (wo
diese vorgesehen ist) der Imidschicht 11 erstreckt
sich schlieBlich eine l6tbare Leistungsmetallisie-
rungs(LVS)-Schicht 13. Durch das Vorsehen der
Imidschicht 11 im Gatefinger-Bereich 3 unterhalb der
I6tbaren Leistungsmetallisierungs(LVS)-Schicht 13
werden die Gatefinger gegentiber dieser auf sichere
und vergleichsweise unaufwandige Weise elektrisch
isoliert.
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[0036] Die Herstellung dieses Schichtaufbaus wird
anhand der Fig. 2A bis Fig. 2D etwas naher erldu-
tert, bei denen allerdings gegenulber Fig. 1 die Zwi-
schenoxidschicht 5 fortgelassen ist und die AISi-
Cu-Basismetallisierungsschicht 7 als solche unstruk-
turiert dargestellt ist. Hierbei zeigt Fig. 2A als (willktr-
lich angenommenen) Ausgangspunkt einfach eine
unstrukturierte, in der Praxis beispielsweise 3,2 pm
dicke AISiCu-Basismetallisierungsschicht 7 als Ba-
sismetallisierung mit einer aufgesputterten, 40 nm di-
cken Schutznitrid-Passivierung, die auch als Haftver-
mittler fur die nachfolgende Schicht wirkt.

[0037] Fig. 2B zeigt den Schichtaufbau mit dieser
nachfolgenden Schicht, ndmlich einer 6 pm dicken,
durch Photolithographie strukturierbaren Imidschicht
11", einem sog. Photoimid oder FT-Imid. Hierin sowie
in der Schutznitridschicht 9 wurde durch geeignete
Atzprozesse eine Offnung 12 gebildet.

[0038] Hierzu wird das nach dem Aufbringen photo-
sensitive Photoimid zunachst Uber einen herkémmli-
chen Lithographieschritt strukturiert und anschlie-
Rend zur mechanischen Stabilisierung vernetzt. Da
die unter der Imidschicht 11" liegende Schutznitrid-
schicht 9 mit der strukturierten Imidschicht 11" als
Maske geatzt wird, wird die Vernetzung der letzteren
in zwei Stufen ausgefuhrt: Zunachst wird ein soge-
nanntes ,Hardbake” bei 200°C ausgeflhrt, wodurch
der Lésemittelgehalt der Imidschicht drastisch abge-
senkt wird, um bei einem nachfolgenden Plasmaat-
zen der Schutznitridschicht eine Kontaminierung der
Vakuumkammer mit Lésemittelddmpfen zu verhin-
dern.

[0039] Nach dem Hardbake wird eine kurze
O,-Plasmaétzung ausgefihrt, durch die etwaige or-
ganische Niederschlage auf dem freigelegten Off-
nungsbereich 12 entfernt werden sollen. Nach die-
sem kurzen Plasmaatzschritt wird die eigentliche,
vollstandige Vernetzung der Imidschicht ausgefiihrt,
die auch als Zyklisieren bezeichnet wird. Dieser
Schritt dauert typischer Weise ein bis zwei Stunden
und wird als thermische Behandlung im Bereich zwi-
schen 380°C und 420°C in Inertgasatmosphare aus-
gefuhrt. Daran schlieRt sich ein nochmaliges kurzes
Atzen im Sauerstoffplasma an, um bei dem Zyklisie-
ren gegebenenfalls nochmals gebildete organische
Niederschlage von den metallischen Oberflachen zu
entfernen.

[0040] Als nachstes wird auf die Imidschicht 11" au-
Rerhalb des Offnungsbereiches 12 unter Einsatz ge-
eigneter Maskierungsmethoden fiir einen nachfol-
genden sogenannten Liftoff-Schritt eine entspre-
chend auch als FT-Liftoff 15 bezeichnete Photolack-
schicht derart aufgebracht, dass die Lackkante nahe
dem Offnungsbereich 12 einen negativen Kantenwin-
kel bzw. ,Uberhang” hat. Nach der erwdhnten Struk-
turierung dieser Zwischenschicht 15 wird ganzfla-
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chig, sowohl auf die lackbedeckten als auch auf die
lackfreien Abschnitte, die I6tbare Leistungsmetallisie-
rungs(LVS)-Schicht 13" abgeschieden.

[0041] Es handelt sich hierbei um eine Drei-
schichtstruktur aus einer im Beispiel 300 nm dicken
Ti-Schicht, einer dariiber abgeschiedenen 200 nm di-
cken NiV-Schicht und einer hiertiber ebenfalls durch
Sputtern aufgebrachten, 200 nm dicken Ag-Schicht.
(Die Schichtstruktur ist in den Figuren nicht darge-
stellt.) Die Verfahrensfiihrung bei den entsprechen-
den Vakuumbeschichtungsschritten ist konventionell.

[0042] AnschlieBend wird der gesamte Aufbau ei-
nem als solcher seit langem bekannten Liftoff-Pro-
zess unterzogen, bei dem durch Kombination chemi-
scher und mechanischer Einwirkung (L&sungsmit-
tel/Druckstrahl) die Photolackschicht 15 zusammen
mit der darauf abgeschiedenen Leistungsmetallisie-
rungsschicht 13' von der Waferoberflache entfernt
wird. Die im Offnungsbereich 12 auf der AlSiCu-Me-
tallschicht aufliegende Leistungsmetallisierung hat
dort eine so grol’e Haftung, dass sie bei diesem Pro-
zess nicht entfernt und auch nicht beschadigt wird.
Es ist dann der in Eig. 2D gezeigte Zustand erreicht.

[0043] Die Ausflhrung der Erfindung ist nicht auf
dieses Beispiel und die oben hervorgehobenen As-
pekte beschrankt, sondern ebenso in einer Vielzahl
von Abwandlungen mdglich, die im Rahmen fachge-
mafRen Handelns liegen. Insbesondere sollen Kombi-
nationen samtlicher Merkmale der abhangigen An-
spriche miteinander als im Bereich der Erfindung lie-
gend angesehen werden.

Patentanspriiche

1. Leistungshalbleiteranordnung vom FET-Typ,
mit vorderseitig aufgeldtetem Clip zum externen Aus-
schlielen eines Source-Anschlusses, bei der eine
I6tfahige  vorderseitige Leistungs-Metallisierungs-
schicht fur den Source-Anschluss und eine Gatefin-
ger-Struktur fur einen Gate-Anschluss sowie eine
strukturierte Passivierungsschicht zur Isolation der
Gatefinger von dem aufgeldteten Clip vorgesehen
sind, wobei die I6tfahige Leistungs-Metallisierungs-
schicht Uber der Passivierungsschicht angeordnet ist
und die Passivierungsschicht im Bereich des Gatefin-
gers im Wesentlichen vollstandig tberdeckt.

2. Leistungshalbleiteranordnung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die I6tfahige Leis-
tungs-Metallisierungsschicht eine Mehrschichtstruk-
tur aufweist, wobei eine obere, einem Lot zur
Clip-Verbindung benachbarte Schicht ein Edelmetall,
insbesondere Ag oder eine Ag-Legierung, aufweist.

3. Leistungshalbleiteranordnung nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der obe-
ren Schicht zwischen 100 und 700 nm, bevorzugt
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zwischen 150 und 500 nm, liegt.

4. Leistungshalbleiteranordnung nach Anspruch
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 16tfahige
Leistungs-Metallisierungsschicht eine Drei-
schichtstruktur mit einer unteren Ti- oder Ti-Legie-
rungs-Schicht, einer mittleren Ni- oder Ni-Legie-
rungs-Schicht und einer oberen Ag- oder Ag-Legie-
rungs-Schicht aufweist.

5. Leistungshalbleiteranordnung nach einem der
vorangehenden Anspriche, gekennzeichnet durch
eine Schichtdicke der I6tfahigen Leistungs-Metallisie-
rungsschicht im Bereich zwischen 450 und 1750 nm,
bevorzugt zwischen 550 und 850 nm und besonders
bevorzugt von 700 nm.

6. Leistungshalbleiteranordnung nach Anspruch
4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht-
dicke der unteren Ti- oder Ti-Legierungs-Schicht im
Bereich zwischen 150 und 450 nm, bevorzugt bei 300
nm, die Dicke der mittleren Ni- oder Ni-Legie-
rungs-Schicht zwischen 100 und 600 nm, bevorzugt
bei 200 nm, und die Dicke der oberen Ag- oder
Ag-Legierungs-Schicht zwischen 100 und 700 nm,
bevorzugt bei 200 nm, liegt.

7. Leistungshalbleiteranordnung nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die l6tfahige Leistungs-Metallisierungs-
schicht auf einer AISi-, AICu- oder AlISiCu-Basisme-
tallisierung angeordnet ist.

8. Leistungshalbleiteranordnung nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die l6tfahige Leistungs-Metallisierungs-
schicht auf einer Passivierungsschicht angeordnet
ist, die eine duinne Si;N,- oder SiO,-Haftschichtpassi-
vierung mit einer Dicke im Bereich zwischen 20 und
100 nm, bevorzugt zwischen 30 und 70 nm, und eine
Imid-Schicht mit einer Dicke im Bereich zwischen 3
und 10 pm, bevorzugt zwischen 5 und 7 pm, aufweist.

9. Leistungshalbleiteranordnung nach einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass der aufgeldtete Clip und die zu dieser geh6-
rige Leistungs-Metallisierungsschicht oberhalb einer
Die-Bond-Verbindung vorgesehen und die Leitungs-
halbleiteranordnung mit der Die-Bond-Verbindung
und dem Clip in ein Kunststoffgehduse eingeschlos-
sen ist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Leistungs-
halbleiteranordnung vom FET-Typ, mit der Schritten
einer Abscheidung und Strukturierung einer Basis-
metallisierungsschicht auf einem Substrat, Ausbil-
dung und Strukturierung einer Passivierungsschicht
zur Isolierung einer auf dem Substrat vorliegenden
Gatefinger-Struktur, Abscheidung und Strukturierung
einer |6tfahigen Leistungs-Metallisierungsschicht
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Uber der Basismetallisierungsschicht und der struktu-
rierten Passivierungsschicht, wobei die Leis-
tungs-Metallisierungsschicht die  Passivierungs-
schicht im Wesentlichen vollstandig iberdeckt, Auflo-
ten eines Clips auf die I6tfahige Leistungs-Metallisie-
rungsschicht.

11. Verfahren nach Anspruch 10 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausbildung der Passivie-
rungsschicht die Erzeugung einer Si;N,- oder
SiO,-Haftschicht mit einer Dicke im Bereich zwischen
20 und 100 nm, bevorzugt zwischen 30 und 70 nm,
und das Aufbringen einer Imid-Schicht mit einer Di-
cke im Bereich zwischen 3 und 10 pm, bevorzugt zwi-
schen 5 und 7 ym, umfasst.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strukturierung der
Passivierungsschicht ein Atzen, insbesondere Plas-
maatzen, der Si;N,- bzw. SiO,-Haftschicht unter Mas-
kierung durch die vorab fotochemisch strukturierte
Imid-Schicht aufweist.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Abscheiden
der I6tfahigen Leistungs-Metallisierungsschicht als
Vakuumbedampfungs- oder Sputter-Verfahren aus-
gestaltet ist.

14. Verfahren nach einem der Anspriche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheidung
der I6tfahigen Leistungs-Metallisierungsschicht ein
mehrschrittiger Prozess ist, in dessen letzter Stufe
eine Ag- oder Ag-Legierungs-Schicht mit einer
Schichtdicke zwischen 100 und 700 nm, bevorzugt
zwischen 150 und 500 nm, abgeschieden wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Abschei-
dung der l6tfahigen Leistungs-Metallisierungsschicht
eine Fotolackschicht aufgebracht und strukturiert
wird und nach dem Abscheiden der I6tfahigen Leis-
tungs-Metallisierungsschicht eine Strukturierung der
selben durch einen Liftoff-Prozess ausgefihrt wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriiche von 10
bis 15, gekennzeichnet durch einen Schritt des ruck-
seitigen Dunnschleifens zur Ausbildung eines dun-
nen Halbleiterchips mit einer Dicke von 250 ym oder
weniger.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2006 025 959 B4 2010.03.04

Anhangende Zeichnungen

FIG 1
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